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図3.DC13PCのゲル-液晶相転移におけ
る過剰熱容量.
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丁(℃)
図4.単層ベシクルの場合に拡張した I
A理論を用いて計算したゲル液晶相転
移における過剰熱容量の炭化水素鎖依
存性.Mは､炭化水素鎖長のパラメータ
で､炭素数の2倍程度と予想される.
｢膜の物理学｣
くなり､Mが23.5のときに臨界点に達する.それ
より短いMでは､相転移は超臨界状態になるという結
果が得られた.このことから､実験結果を定性的に説
明できることがわかった.この結果からDC15PCは臨
界点に近い一次転移であると思われるので､大きさの
小さいDC15PC単層べシクルで臨界点になる可能性
がある.今後､このようなべシクルを作製し､熱容量
異常を調べる予定である.
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図5.拡張したIA理論を用いて計算し
た過剰熱容量の半値幅ATl/2の炭化水
素鎖長のパラメータM依存性.
